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VYorwort

Die Halbleiterindustrie in vielen Landern brachte ein gro8es Sor-
timent von Bauelementen auf den Markt. Das Angebot an Sili-
ziumtransistoren ist in qualitativer, aber auch in quantitativer
Hinsicht so groB geworden, dafl es oftmals sehr schwierig ist, sich
in dieser Vielzahl der Typen zurechtzufinden. Unterschiedliche
Ausfithrungen, Bauformen und Typenbezeichnungen kennzeich-
nen das Vordringen nach immer héheren Frequenzen und gréBeren
Leistungen, Ohne Kenntnis der wichtigsten Parameter ist es nahe-

zu unmoglich, den richtigen Transistor fiir einen bestimmten Ver.
wendungszweck herauszufinden,

Neben Germaniumtransistoren fithrt der VEB Industrievertrieb
Rundfunk und Fernschen in der DDR in seinen Amateur- und
Bastlerfilialen ein reichhaltiges Sortiment an Siliziumtransistoren.
Mit der vorliegenden Vergleichsliste will der VEB Industriever-
trich BEundfunk und ¥Fernsehen das Informationsbedirfnis seiner
Kunden decken, da den Bastlern und Amateuren oftmals die
technischen Unterlagen fiir den zum Kauf angebotenen Transistor
nicht zur Verfiigung stehen.

Die Vergleichsliste ist in sich abgeschlossen, Sie enthiilt neben den
mathematischen Beziehungen der moglichen Schaltungsarten die

. Definitionen der verwendeten Symbole.

Es wurden dabei die zur Zeit bekannten Siliziumtransistoren aus
der Fertigung der Herstellerbetriebe der DDR mit denen aus-
landischer Hersteller in den wichtigsten Parametern verglichen.
Es muB allerdings betont werden, dall eine véllige ﬁqui?alenz
nicht gegeben ist. Der Vergleich der Typen erfolgt dabei ent-
sprechend den vom Herstellerbetrieb genannten Anwendungs-
moglichkeiten,

In den einzelnen Gruppen wurden dem Transistortyp aus der DDR
die in den Hauptparametern ibereinstimmenden Typen auslin-
discher Hersteller gegenfibergestelit. Die Arbeit mit der Tran-
sistorvergleichsliste wird noch erleichtert, indem alle AnschluB-
punkte der Transistoren aus der Liste zu ersehen sind. Dadurch
ergibt sich fiir den Amateur ein weiferer Vorteil, da das Bestim-

" men des Kollektors, der Basis, des Emitters usw. wegfillt. In dem
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vielseitigen Angebot von Qiliziumtransistoren soll die Vergleichs-
liste dem Amateur und dem an der Elektronik interessierten
Kunden bei der Auswahl und beim Kauf von Transistoren behilf-
lich sein. Einen Anspruch auf Vollstindigkeit erhebt die Ver-

gleichsliste nicht.

Leipzig, 1975
VEB Industrievertrieb

Rundfunk und Fernsehen
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1. Hondhabung der Vergleichsliste

Die Vergleichsliste wurde in Gruppen unterteilt. Innerhalb dieser
Gruppen sind die einzelnen dhnlichen Typen zusammengefaBt.
Die Gruppenbildung ist dabei jedoch nicht so zu verstehen, dall
die Typen einer bestimmten Gruppe untereinander direkt aus-
tauschbar waren. Die Typen einer Gruppe sind einander jedoch
:n bestimmten Parametern ahnlich, so daB unter Beachtung der
Betriebsgrofen der Transistoren entweder ein direkter Austausch
bzw. bei Verinderung der BetriebsgroBen in vielen Killen ein
Austansch vorgenommen werden kann. Entscheidend far die Zu-
ordnung der einzeinen Typen zu bestimmten Gruppen war der
vom Hersteller fiir den Typ angegebene Verwendungszweck.

Bei einer derartigen Gruppenbildung lift sich keine eindeuntige
Crenze zwischen den einzelnen Gruppen ziehen. So lassen sich
zum Beispiel verschiedene Transistortypen mit Erfolg als NF-
sowie als HF-Verstirker oder als Schalter einsetzen.

Es wurde in 11 Gr uppen unterteilt. Dabei wurden in die Gruppen
nur die gebrauchlichsten Typen aufgenommen.

Zur Vergleichsliste noch einige Anmerkungen. Die hinter den
RestetromgroBen angegebenen Klammerwerte bezeichnen die
MeBspannung bei der gemessenen ReststromgréBe, Es wurden in
jedem Falle die in der Herstellerunterlage angegebenen Symbole
verwendet. Eine Zusammenstellung der Symbole soll das Arbeiten
mit der Vergleichsliste erleichtern, Dariiber hinaus wurden die in
der DDR iiblichen Symbole fiir Transistorkennwerte zusammen-
gestellt. Ebenfalls dient die Zusammenstellung der mathemati-
schen Bezichungen der Transistorparameter der Arbeitserleich-

terung.
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Zusammenstellung der Halbleitersymbole
des VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
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Basis, Basisschaltung

Kollektor, Kollektorschaltung
KurzschluBeingangskapazitit
Riuckwirkungskapazitit
Leerlaufausgangskapazitit

Eingangskapazitit MOS-FET
Umgebungstemperatur (maximal zulédssige)
Gehidusetemperatur

Kanaltemperatur MOS-FET
Sperrschichttemperatur

Emitter, Emitterschaltung

Grenzfrequenz der Kurzschlufistromverstirkung
in Basisschaltung

Grenzfrequenz der Kurzschlullstromverstirkung
in Emitterschaltung

Ubergangsfrequenz

Rauschfaktor

MebBfrequenz

KurzschluBeingangswiderstand
Leerlaufspannungsriickwirkung
KurzschluBstromverstarkung
Leerlaufansgangsleitwert

Basisstrom

Basisstrom (maximal zulassig)
Kollektorstrom

Kollektorreststrom (maximal zulissiger)
Kollektorreststrom bei offener Basis
Kollektorreststrom bhei Kurzschlu3 zwischen
Emitter und Basis

Kollektorgpitzenstrom

Drainstrom MOS-FET
Emitterstrom (maximal zulassiger)
Ausschaltfaktor
Gesamtverlustleistung .
Sattigungswiderstand
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Eingangswiderstand
Gesamtwirmewiderstand
innerer Wiirmewiderstand
Wirmewiderstand MOS-FET
Integrationszeit (maximal zulassige)
Verzogerungszeit

Abfallzeit

Anstiegszeit

Speicherzeit

Einschaltzeit

Ausschaltzelt
Kollektorzeitkonstante
Emitterschaltungszeitkonstante
Anstiegszeitkonstante
Speicherzeitkonstante

Basisspannung (maximale)

Basisspitzenspannung {maximale)
Kollektor-Basisspannung
Kollektor-Emitterspannung
Kollektorspannung (maximale)
Kollektorspitzenspannung (maximale)
Kollektor- Emitter- Sattigungsspannung
Kollektor-Emitter-Restspannung
Drain-Soure-Spannung MOS-FET
Drain-Soure-Durchbruchspannung MOS-FET
Emitter-Basis-Spannung
Emitterspennung {maximale)
Emitterspitzenspannung (maximale)
(Gate-Source-Spannung MOS-FET
Sperrschichtberihrungsspannung
Schwellspannung MOS-FET

Stromveratirkung

Leistungsverstiarkung
Spannungsverstirkung
Kurzschlueingangsleitwert
KurzschluBiibertragungsleitwert rickwarts
Kurzschlufibertragungsleitwert vorwarts
KurzschluBausgangsleitwert

Steilheit MOS-FET
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KurzschluBausgangswiderstand

Ausgangsleitwert
Eingangsleitwert
- Leerlaufeingangswiderstand

Leerlaufeingangsleitwert

Leerlaufausgangswiderstand
Ausgangswiderstand
Eingangswiderstand
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Zusammenstellung der in der
Vergleichsliste verwendeten Symbole
und ihre Definition

In der nachstehenden Zusammenstellung werden alle in der Ver-
gleichsliste verwendeten Symbole definiert. Die zahlenmiBigen
Werte dieser Symbole stellen, wenn nicht anders gekennzeichnet,

Maximalwerte dar.

Grenzwerte von Spannungen

Ucro

Ucso

Ucer

Ucss

Uzrso

—
p—

I

Kollektor-Emitterschaltung

Die hochste dauernd zuldssige Spannung zwischen Kol-
lektor und Emitter bei offener Basis. Der Kollektor-
fibergang ist dabei in Sperrichtung gepolt.
Kollektor-Basisspannung |

Die hochste dauernd zulissige Spannung zwischen Kol-
lektor und Basis bei offenem Emitter. Der Kollektor-
iibergang ist dabei in Sperrichtung gepolt.
Kollektor-Emitterspannung

Die hichste dauernd zulissige Spannung zwischen Koi-
lektor und Emitter bei AnschluB eines Widerstandes
~wischen der Emitter- und Basiselektrode. Der Kollek-
toritbergang ist dabei in Sperrichtung gepolt.
Kollektor-Emitterspannung

Die hochste dauernd zuldssige Spannung zwischen Kol-
lektor und Emitter bei KurzschluB zwischen Emitter--
und Basiselektrode. Der Kollektoritbergang ist dabei in
Sperrichtung gepolt. |
Emitter-Basisspannung

Die héchste damernd zulissige Spannung zwischen
Emitter und Basis bei in Sperrichtung gepoltem Emit-
teriibergang.

Restsirome

Icro

rrp—
—

Kollektorreststrom -
Der bei stromlosem Basisanschlul flieBende Kollektor-

sperrstrom in Emitterschaltung.
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Kollektorreststrom

Der bei stromlosem Emitteranschiufl flieBende. Kollek-
torsperrstrom.

Emitterreststrom

Der bei stromlosem KollektoranschluB flieBende Emit-
tersperrstrom. ‘

Kollektor-KurzschluBreststrom

Der bei Kurzschlul zwischen Basis- und Emitterelek-
trode flieBende Kollektorsperrstrom.
Kollektorrestatrom |

Der bei Anschlull eines Widerstandes zwischen Basis-
und Emitterelektrode flieBende Kollektorsperrstrom.

Ioso

|

Igno

|

Iews

|

leer

Grenzwerte von Stromen

Ic = Kollektorstrom

Der hochste zuldssige Kollektorgleichstrom.
I = DBasisstrom

Der hochste zulidssige Basisgleichstrom,
Ig = Emitterstrom

Der hochste zulissige Emittergleichstrom.

Frequenzen

fg = Grenzfrequenz in Emitterschaltung
Betriebsfrequenz, bei der der Stromverstirkungsfaktor

f In Emitterschaltung auf das 0,7fache seines Wertes
bei 1 kHz abgesunken ist.

fa = Grenzfrequenz in Basgisschaltung
Betriebsfrequenz, bei der der.Stromverstdrkungsfaktor
a in Basisschaltung auf das 0,7fache seines Wertes bei
1 kHz abgesunken ist.

fp = Transitfrequenz
Betriebsfrequenz, bei der der Betrag des Stromverstir-
kungsfaktors § in Emitterschaltung gleich 1 geworden
18t.

Leistungen

P, = Kollektorverlustleistung |
Die maximal zuldssige Kollektorverlustleistung zwi-
schen Kollektor- und Basisanschluf.

14
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Kollektor- plus Emitterverlustleistung |
Die maximal zulissige Verlustleistung zwischen Emit-
ter- und BasisanschluB zuziiglich der Kollektorverlust-

leistung Pe.

Gesamtverlustleistung

Die Gesamtverlustleistung ist der hochste dauernde
Wert der gesamten im Transistor in Warme umgesetz-
ten elektrischen Leistung bei definierten Bedingungen.
Die Verlustleistung setzt sich aus Emitter- und Xollek-

torverlustleistung zusammen.

|

Thermische Symbole

Y
a
19'-:3
Te
tamh
Ty

tEHE’rE‘

Umgebungstemperatur in °C
Umgebungstemperatur in °C
Gehéiusetemperatur in °C
Gehiusetemperatur in “C
Umgebungstemperatur in “C
Umgebungstemperatur in °C
Gehiusetemperatur in °C

|

|

|

!

|

Senstige Symbole

dynamische Stromverstirkung in Emitterschaltung
dynamische Stromverstdrkung in Bagisschaltung
statische Stromverstirkung

Leistungsverstirkung

Spannungsverstarkung

— Raugchfaktor

|

{

|
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4. 'i'ypeniibersicht der -.Verglei"chsliste

npn-Siliziumtransistor fir rauscharme Eingangsstufen von NF-

Verstarkern sowie NI-Vor- und Treiberstufen
Seite

Typ.
SC 112

SC 207 |

BC 109
BC 149
BCY 56
BCY 57
BCW 49

- BSY 24

BSY 72
BC 107
BC 108
BC 109
BC 129

BC130

BC 131

BC 147
BC 148
BC 149
BC 157
BC 158
BC 159
BC 167
BC 168
BC 169

BC 177 .

BC 178
BC 197
BC 198
BC 199
BC 178
BC 159
BC 237

16

32
32
39

-39
-39

40
40
34
34
34
39
36

36

36
36

36
37
36
37
37
37

37

37
37
38
38
38
38
38
41
41
39

- Typ

BC 309

“BC 238

BC 239
BC 109
2 N 929
2 N 930
2 N 2483
2 N 2484
KC 509
KC 149
BC 103
2 N 929
2 N 930
BC 107
BC 108

BC 109
BC 171
BC 172
BC 173
BC 107
BC 108
BC 147
BC 148
2 SC 6560
BC 157
BC 177
BC 158
BC 179
BC 107
BC 108
BC 109
SC 239

Seite

39
39
39

3D

34
34

40
40

32

33

33

34

34

34

35
35/36
35
35
35

4]

41

41

41

33
41
41
41
41
4]
4]

39

32

Typ Seite Typ Seite

npn-Siliziumtransistor fir NF-Vor- und Treiberstufen

SC 110 42 BC 108 48
SC 111 42 BC 110 47
SC 206 42 BCY 59 47
"BC 107 48 BCY 79 4T
BC 108 45 BFY 69 47
BC 147 . 48 BFY 69A ~ 47
BC 148 48 MP 111 43
BC 112 49 | MP 111A 44
BC 146 9 MP 112 44
BCW 46 49 MP 113 44
BCW 47 49 MP 114 44
BCW 48 49 | MP 115 - 44
BFY 22 45 o MP 116 44
BFY 23 45 BCY 58 46
BFY 23a 46 BCY 59 46
BFY 29 46 KC 507 43
BFY 30 46 - KC 508 43
BC 155 41 : KC 147 43
BC 156 47 KC 148 43
BC 107 47 | 9 SC 458 45
BC 307 48 9 §C 471 45
BC 308 48 B(C 5217 43
SC 237 42 BC 528 43
SC238 42
SC 236 42

npn-Siliziumtransistor fiir Breithand, NF-, HF- sowie mittel-
schnelle Schaltstufen |

SF 021 50 ' BFY 50 56
SF 022 50 BFY 51 56
SF023 . 50 BFY 52 56
SF 024 50 | ) BFY 55 56
SF025 . 50 : 2N 2297. 56
SF 121 51 BFY 67 56
SF 122 51 2N 1613 = 56
ST 123 51 BFY 68 57
SF 126 51 2 N 1711 57

17



Typ

ST 127

SF 128

SF 129

BCY 58
BCY 59
BSW 67
BSW 68
BSX 95
BSX 96
BSV 64
BSY 44

2 N 1613
BSY 45

2 N 1893

BRY 46

2 N 2193

BC 140
BSY 71
2N 1711
BSY 91
BC 140

Seite

51
bl
51

56
57
58
58
58
58

55
55
55

Typ

BFY 67A
BFY 67C
BEFY 68A
BSW 65
BSW 66
BSX 25
BSY 92
BSY 93
KFY 34
BEY 34
BFY 33

BFY 34
BFY 46
BFY 33
BFY 46
KT 602 A
KT 602B
KT 602W
KT 602G

KFY 46

53

npn-Siliziumtransistor fir NF- und HF- sowie schnelle Schalt-

stufen

SF 131

SE 132

BSW 51
BSW 52
BSW 53
BSW 54
BSW 61
BSW 62
BSW 63
BSW 64
BSY 19
2 N 708

2 N 2218
2 N 2219
2 N 2218A

18

60
60
67
67
67
67
67
67
67

68
61
68
68

. 68
68

BSX 69
BSY 19
2 N 708
BSY 20
2 N 706B

- BSY 21

2 N 914
BRY 22
2 N 916
BSY 23
BSY 51
2 N 697
BSY 52
2 N 1420
BSY 53

69
68
68
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63

b
T
'/

Typ Seite

!

2 N 2219A 68
2 N 2221 69
2 N 2222 69
2 N 2221A 69
2 N 2222A 69

Typ Seite

2 N 1613 63
BSY 54 » 63
2 N 1711 63

BSY 55 63
2 N 1893 63
BSY 56 63
BSY 73 63
- BSY 88 65
2 N 1890 65
BSY 90 65
BSY 55 66
BSY 56 66
BFY 12 66
BFY 13 66
BFY 14 66

KT 312A 60
KT 312B 61
KT 312W 61
KT 315A 61
KT 315B 61
KT 315W 61
KT 315G 61

pnp-Siliziumtransistor fir NF-Vor- und Treiberstufen sowie fiir

BSW 33 69
BSX 68 69
BSY 74 60
BSY 75 63
BSY 76 64
BSY 77 64
BSY 78 64
BSY8 = 64
BSY 81 64
BSY 82 64
BSY 83 65
NVY 84 65
BSY 85 65
2 N 2193A 65
BSY 86 - 65
BSY 87 65
2 N 1889 65
BF 520 60
BF 521 60
Sonderzwecke
SC 100 70
SC 103 70
~C 104 70
SC 106 70
SC 107 70
SC 108 71
SC 109 71
55 101 71
S8 102 71
- BC 157 81
BC 158 -~ 81
BC 159 82

BCY 38 83
BCY 39 83
BCY 40 83
BCY 54 84
BCY 70 84
BCY 71 84
BCY 72 84
BCY 78 84
BCY 79 84

2 N 2904 85
2 N 2905 85
2 N 2804A 85

19



Typ

BC 177
BC 178
BC 179
BC 200 -
BCY 30
BCY, 31
BCY 32
BCY 33
BCY 34
0C 430
0C430k
0C 440
OC 440k
0C 443
0C 443k
0C 445
OC 445k
0C 449 -
0C 449k

0C 450
0C 450k
0C 460
0C 460k
. OC 463
0C 463k
0C 465
0C 465k
OC 466
OC 466k
OC 467
0C 467k
OC 468
0C 468k
OC 469
0C 469k
0C 470
0C 470k
0C 480
0C 480k

20

Seite

82
82
82
82
82
83

83

83
83
71
71
71
72
72
72
72

Typ

2 N 2005A
2 N 2906

2 N 2907

2 N 2006A
2 N 2007A
BCW 56
BCW 57
BCW 58
BCW 59
BSW 75

2 N 2906
9 N 2908A
2 N 2907

2 N 2907A
BC 360-6
BC 360-10
BC 360-16,

BC 361-6

BC 361-10

BSX 40
BSX 41
2 N 2904

2 N 2904 A

2 N 2905

2 N 2905A

BC 157
BC 158
BC 159
BC 177
BC 178
BC 179
BCY 79
BCY 17
BCY 18
BCY 19
BCY 20
BCY 27
BCY 28
BCY 29

78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81

76
70
76
76

Typ

BCZ 10
BCZ 11
BCZ 12
2 SC 281
2 SC 283

Seite

87
87
87
79
79

npn-Siliziumtransistor fiir HF-Verstirker und allgemeine An-

ey S T r
'

wendung
SF 136 88 BF 115 100
SF 137 88 BF 184 02
BF 185 93 BSX 81 97
BF 194 03 BSW 88 97
BF 195 03 BSY 19 91
BF 254 03 2 N 708 91
BSY 19 08 BSY 21 01
2N1708 98 2N914 - 91
BSY 21 08 BSY 70 08
2 N 914 08 2 N 706 98
BF 115 92 2N 22I8 99
BC 194 92 2 N 2219 99
BF184 - 90 2 N 2221 99
BF 185 90 , 2 N 2222 99
BF 194 101 ~ BSY 34 91
BF 254 101 BSY 58 91
BF 195 101 SF 215 88
BF 255 94/101 SF 216 88
BF 229 04 - . BF 184 100
BF 230 04 - BF 185 101
BFY 27 95 © BSY 34 100
2 N 915 95 BSY 58 100
BSW 10 95 KT 326A. 89
BSW12 95 KT 326B 89
BSW19 ' 95 KT 603A 89
BSX 38 96 ~ KT603B 89
BSX 53 06 ~ KT6803G 89
BSX 54 06 - KT 603W 89
KT 603D 59

BSX 72 96
,. o KT 603E 70

2]



Typ seite Typ Seite.
BSX 75 97 KT 312B 90
BSX 80 97 KT 312W 90

npn-Siliziomtransistor zum Einsatz in geregelten FS-ZF-Ver-
stirkerstufen in Emitterschaltung

SF 240 102 BF 196 103
BF 167 102/103 BF 198 103
BF 196 103 BF 127 102
BF 167 103 BF 167 102
BF 311 103

npn-Siliziumtransigtor zum Einsatz in nicht geregelten FS-ZF-
Verstarkerstufen in Emitterschaltung

SF 245 104 BF 199 105
BF 173 104 BF 223 105
BF 197 105 | BF 123 104
BF 173 105 BF 173 104
BF 197 105 BF 173 105

L] [ ] L] L L] L ] ¥
npn-Silizinmtransistor zum Einsatz in Videoendstufen

BFY 43 107

ST 150 106
BF 177 109 BF 110, 108
BFY 78 109 BF 177 108
BFY 79 109 . BF 178 109
BD 115 109 KF 503 106
BF 114 108 KF 504 106
BF 177 107 2 SC 154C 107
BF 178 107 2 8C 65 108
KT 601A 106 2 SC 66 108
BF 117 107

2 8C 1564A 107
28C15648B 107

npn-Siliziumtransistor zur Ansteuerung von Ziffernanzeigerohren

S5 200 110 BY 228 111
58 201 110 BFY 65 111
58 202 110 BFY 80 111

BFY 45 111
BSY 79 110

BSX 21 111
BSW69 111

22
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BSX 61 117

SE 3001 120

Typ - Seite Typ Seite

f

npn-Siliziumtransistor zum Einsatz in Datenverarbeitungs-
anlagen, digitale Anwendung und logische Schaltungen

SS 106 112 S5 218 114
SS 108 112 S5 219 114
S5 109 112 BSX 19 115
SS 120 113 2 N 2368 115
o 125 113 B8X 20 115
SS 126 113 2 N 2369 115
S8 216 113 BSX 12 115

BSY 18 114
BSY 62 = 115
BSY 63 115
2 5C 468 114

BSX 12A 116
BSX 59 116
BSX 60 116

npn-Siliziumtransistor fiir HF-Verstirker und Oszillatoren bis
100 MHz

SF 215 118 + BF 255 119
SKE 216 118 BF 310 119
BF 214 118 2 5C 460 118
BF 215 118 2 8C 461 118
BF 185 118 2 SC 535 119

BE 195 118
npn-Siliziumtransistor fiir HF-Verstirker und Oszillatoren bis
260 MHz

SF 235 120 SE 5020 120

SE 6021 120

23



5. Mathematische Zusammenhange

X

5.1. Bedeutung der Vierpolparameter

Die Vierpolparameter beschreiben das dynamische Verhalten
eines Transistors in einem bestimmten Arbeitspunkt. Wobei die

Ansteuerung des Transistors mit kleinen Signalen vorausgesetzt

wird. In Abhéingigkeit von der Grundschaltung weisen die Para-
meter dabei unterschiedliche Werte auf, deren Kenntnis fiir die
Einsatzmoglichkeiten eines bestimmten Typs erforderlich sind.
Bei niedrigen Frequenzen werden meist die reellen Vierpolkoetti-
zienten, die h-Parameter, verwendet. Bei hoheren Frequenzen
wird mit den Y-Parametern gearbeitet. Fiir die h-Parameter gel-
ten die Beziechungen: :

hry = E Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Ausgang
11
hyo = — Spannungsriickwirkung bei offenem Einging
ug
hg; = E Stromverstérkungsfaktor |
1_1 bei kurzgeschlossenem Ausgang
hge = = Ausgangsleitwert bei offenem Kingang
usz

Die Parameter konnen dem Kennlinienfeld des Transistors als die
Neigung der Kennlinien in einem festen Arbeitspunkt entnommen

werden. ,

Somit gilt:
AUgg Alo
hije = A tan @, hsje = A tan
lle Alg ne 21e A ¢
AUk Al¢
hote = Atand, h . A tant
21e AUcr — 2%e AVea— a

und fiir die Y-Parameter:

: _
Yy = = Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang
uy

\,

Yio == 1 Riickleitwert bei kurzgeschlossenem Emgang e
L ik
: j
Yo1 = 2 Steilheit bei kurzgeschlossenem Ausgang
R 5 | |

Yog = <3 Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang
gz

| 5.9. Berechnung der h-Parameter fiir die Emitter- und

Kollektorschaltung aus den Werten der Basis-

schaltung
Emitterschaltung:
3 o hi1b # N hiip

1 4+ hoyp — hion + dhp 1 + haip

. Ahp — higp  Adhp — har
gt = 1 -+ haip — hizn + 4bs ~ "1 + haw
| — by, = AHp —hap
Sin = 1 4+ haip — hagp + 4hy ~ 1+ haw
hasn haan

hoge = R
2R Ty -~ hg1p — hiay + Aby 1 - hap

]

Kollektorschaltung:
| hiipn . hiin
hllﬂ == " R h b
1 4+ haip — bhuen + Ahy 1 4 haip
1 4+ haip
hige = = Ry 1
1 + hayp — hiop 4 dhp -
higp — 1 ' i)

hate = 1 + heip — hiop + Ah; 1 -+ ha1np

. haop N hoon
22¢ 77 4 hotp — higp + 4hp 1+ hai

Darin i8t:
Ahy = hyp « hoop — hiep - haip

25
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5.3. Berechnung der h-Parameter fiir die Basis- und Emitterschaltung:
Kollektorschaltung aus den Werten der Emitter- '
schaltun hije = hize
| 8 hige = 1 — hige
Basisschaltung : haje = — (1 + ha1e)
| hase = haszo
h hllE ' h_’[]_&
11b = R sl Aol
1 - hﬂle — hize + Lﬂ]e 1 4+ hoje! Darin 1st:
- - . — i 15
" Ahe — hyse Ahg — hyse : Ah, ' hi1c * hege — hige - haic
2 = A
1 + h2je — hige + Adhe 1 + hgye *
h Ah h 5.5. Berechnung der Y-Parameter der Basisschaltung aus
hoipy = M e den Parametern der Emitterschaltung
1 + haje — hise + dhe 1 - hgje |
hoge " hose | . Y11p = Yite + Yize £ Ya1e + Yooe
hzzp = 1 + haie — hize + Ahe 1 + hat Yion = — (Y12e + Yaze)
S N e Yo = — (Yate + Yaze) |
Darin ist: Yoon = Yaooe

Adhe = hi1e - hose — hige * haie _
5.6. Berechnung der Y-Parameter der Emitterschaltung

Kollektorschaltung: aus den Parametern der Basisschaltung

hii1e = hiie

hoie = — (I 3 haje) Yiie = Y11b + Yiop + Yoin + Yaon

hooe == hose Yi2e = — (Y12p + Y22n)
hjge = 1 — hyse &2 1 Yoie = — (Y21p + Y22p)
Yase = Yason

3.4. Berechnung der h-Parameter fiir die Basis- und
Emitterschaltung aus den Werten der Kollektor-

schaltung i
hll == i;—
Basisschaltung: 11
— Y2
b hyie hyp = —
11b h. . } i1
2
VR s Yot
e ' AY
I L
B, s S — Hl0 ' hss = —
21h = b, i
b hgac | Darin ist:
20h = ——
Ahe é AY = Yi1- Y12+ Y21 Yoo
I
26 | ]




1
Yig=—
hig
— hy2
Y2 =
hyy
hay
Yo = —
hii
Ah
Yoo = —
. hy,
Darin ist:

Ah = hyj < hga — hjg - hay |

2.8. Berechnung von Betri&bsgrﬁﬂe'n

Stromverstirkung

Spannungsverstirkung

112_ —hﬂi'RL
w3  hyy + Br-dh

Vu_"'

mit Adh = h11 : ]112 —r 1112 * th

Eingangswiderstand

g W hi; + Ry
B
11 1 + Ry, - has

Ausgangswiderstand

us hir + Re
Lo = ;

12 Ah + Rg - has
Leistungsverstirkung

ho12 « Ry,

VI]' =3

(1 + hee — Ry) (hi1 + Ry, - 4b)
28

Das Verhilthis der im Lastwiderstand verbrauchten Leistung zur

Y- maximal verfigbaren Leistung der Spannungsquelle Up wird als

maximal erreichbare Leistungsverstirkung bei beliebigem Last-

widerstand definiert.

Der Leistungsverbrauch im Lastwiderstand ergibt gich zu
P =132+ Ry, .

' Die Spannungsquelle liefert maximal die Leistung:

o Up? | ‘
L 4: o RE
'ISnmit, wird
P iy Rp-4 Ky (i2)?
=_ = = 4Ry - Ry,
Vo= g Up? B

4 le . Rg . 1142]_2
Vpmax™ [hi1 4 Ry - 4h 4 Rg (1 + haz « Ry)}?

Bei Anpassung, also Rg = Ze bzw. Ry, = Zs wird

v ho;? « By,
L= Ry - ha) (h11 + R - 4h)
h212 - Bg
V2 =

'

Bei Ze = Ry und Z, = Ry liegt optimale Anpassung vor, dann

gilt
' hi1 + Ry - 4h
B s Ty s 11 L
' 1 + Ry - hae
hi1 -+ Rg ;
— Rt =
4 L Ah + Rg - hao

hi1 - 4h
Rgopt = hag

29



Darin ist:

| hy,
Rgupt * Ry, opt —
hao

Optimale Leistungsverstarkung

Vv hgy 2
Popt = § ——
) Vﬁh + Vhll - hao

Bei Verwendung der Y-Parameter gelten nachstehende Bezie-

hungen:
Stromverstarkung
W By . TE
11 Yll + z_’]Y ’ RL
Spannungsverstirkung
’.V _uz Yo
" Tig Y +AY - Ry
Eingangswiderstand.
L 1 4+ Ysao - By,
“ iy Yi 4 AY-Ry
Ausgangswiderstand
7 _uz 1 _—_I—Yll*Rg
" is " Yaa +AY - Rg
Leistungsverstirkung
. Yo |2 R
Vo = Vo Vi — | Yor1 [+ Re

Maximale Leistungsverstirkung
4 | Yoq ‘2 ’ Rg" R,
[Yi1 +4Y - Ry, + Bg (1 4+ Ya2 - Ry)]

VP max —

Optimale Leistungsverstirkung

v Yo1 =
Popt = —
01:- V«’—”Y e VYH * Yoo

30

(1 + Ya2 - Ry) (Y11 + AY - Ry)

Es st:

Yoo
Reont = | 1AV
. Naw
RL ant — V - ll.“ ipn
Yoo-AY
£

Zusammenhinge der Grenzirequenzen

Niaherungen zur Umrechnung der Grenzfrequenzen von der Basis-

schaltung in die Emitterschaltung

fn 211

th 21e &
haie

Ubergangsfrequenz |

fu 210 &~ 1,2 {7
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6. Transistorvergleichsliste

6.1. npn-Silizinmtransistor fiir rauscharme Eingangsstufen von NF-Verstirkern sowie NF-Vor- und

Treiberstufen
Typ f3 ¥ Reststrome Gren#werte _ p Verlust- Bauform
(fa)“ _ Jceo Jceo JeBo Je¢ I Ucgo Urso Ucro leigtung Art,
oI in - Bemerkungen
in MHz dB in A inmA  inV (B) in mW '
RFT
sC112 ,60° & 0,015 -~ ~ 100 — 20 5 20 (67... Piot = 600 1
(15) 226)  bei Planar-Epitaxial
s = 25 °C Metallgehiuse
SC207 300 5...0,001 — max. 100 10 15 5 20 (28... Py — 200 2
8 ...0,1 0,1 © 1120) bei Planar
(20) s = 25 °C Kunststoffgehiuse
SC 239 4 0,1(30) 100 20 5 30 112. .. Piot = 200 2
- 1120 | Kunststoffgehiuse
KC 509 | 4 0,015 - 1 100 15 20 5 20 240... Pyt = 300 1
(20) 900 bei Planar-Epitaxial
- Ty =175 °C
KC 149 4 0015 — 1 100 10 20 5 20  240... Py =200 13 -
(20) ' 900 ber Planar-Epitaxial
To = 25 °C
Ruménien i
BC107 300 20,0002 100 45 b 45 (80... Pyt =300 1
(45) ; 300) | Planar-Epitaxial
Metallgehiuse
BC108 300 20,0002 - 100 20 5 20 (80... Py =300 1
(20) 500) Planar-Epitaxial
- Metallgehduse
BC109 ,300 4 0,000 100 20 5 20 (150... Piot =300 1
(20) 500) Planar-Epitaxial
Metallgeh#tuse
Ungarn | g
BC109 ,300° 4 — |, — - 100 50 20 5 4  240... Py =300 21
| : 900 bei Planar-Epitaxial
T = 26°C
Hitachi
2 SC 650 ,,220° 0,1(20) — — 30 — 25 6 30— P. = 200 Epitaxial

Metallgehiuse
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6. Transistorvergleichsliste

6.1. npn-Siliziumtransistor fiir rauscharme Eingangsstufen von NF-Verstirkern sowie NF-Vor- und

Treiberstufen
Typ fs F' Reststrome Grenzwerte | p Verlust- Bauform
(fa}ﬂ Jeo Jeeo JEmo Jo¢ JB Ucrko Urso Ucro leistung Art
Wi in : Bemerkungen
in MHz dB in gA in mA inVv {B) in mW
RET
SC112  ,60° &5 0,015 — - 100 — 20 5 20 (87... Piot = 600 1
(15) | 226)  bei Planar-Epitaxial
g, = 25 °C Metallgehinuse
SC207 300 5...0,001 - max. 100 10 15 5 20  (28... Py =200 2
8 ...0,1 0,1 1120) Dei Planar
(20) ta = 25 °C Kunststoffgehduse
SC 239 4 0,1(30) 100 20 5 30 112... Py = 200 2
1120 Kunststoffgehiuse
CSSR . |
KC 509 | 4 0,015 - 1 100 15 20 5 20 ° 240... Pyt = 300 1
(20) 900 bei Planar-Epitaxial
T; = 175 °C |
KC 149 4 00156 — 1 100 10 20 5 20 240... Py — 200 13
(20) | 900 bei - Planar-Epitaxial
Tﬂ, — 25 GO
Ruméinien
BC 107 300" 20,0002 100 45 b 45 (90... Piot = 300 1
(45) k 300) Planar-Epitaxial
Metallgehiiuse
BC108 ,300“ 20,0002 100 20 5 20 (90... Pyt = 300 1
(20) 500) Planar-Epitaxial
Metallgehiuse
BC109 300" 4 0,0002 100 20 5 20 (150... Pior = 300 1
(20) 500) Planar-Epitaxial
Metallgehéiuse
Ungarn | d
BC109 300 4 - — — 100 50 20 5 4  240... Pio = 300 21
- 900 bei Planar-Epitaxial
T, =256°C
Hitachi
2 SC 650 ,,220¢ 0,1(20) — — 30 — 25 6 30 — P, = 200 Epitaxial

Metallgeh#ause



ﬁ Typ f 3 [k Reststréme Grenzwerte .mw Verlust- Bauform
(L) Jecego Jceo JEBOo J¢ JB Uceo Upso Uceo leistung Art
S ) in Bemerkungen
in MHz dB in A in mA inV (B) in mW
Intermetall
BFY 24 20 5 0,015 0,020 — 50 — 5 3 5 45,.. Pt =50 4
(2) (2) 130 | Planar-Epitaxial
Kunststoffgehiuse
BSY 72 170 5 0,1(20)..— 0,1(4) 30 — 18 5 25 150 Pior = 230 1
- bei Planar-Epitaxial
Te = 25°C Metallgehiuse
2N929 ,30“ 4 001 0,002 001 30 — 45 5 45 (40... Pioy = 600 1
(45) (8) (h) 120) bei - Planar
Te = 25 °C Metallgehduse
2N930 ,30° 3 0,01 0,002 0,01 30 — 45 5 45 (100... Py = 600 1
(45) (9) (D) ) 300)  bei Planar
Te= 25 °C Metallgehiuse
BC 107 ,300° 20,0002 — - 100 — 45 5 45 {(90... Pt = 300 1
(45) 300) Planar-Epitaxial
Metallgehduse
BC108 ,300° 2 0,0002 — - 100 — 20 5 20 (90... Pyt = 300 1
(20) 500) Planar-Epitaxial
Metallgehsiuse
BC 109 ,300° 4 - 0,0002 — T — 100 — 20 5 20 (150... Pyt = 300 1
(20) 500) 'Planar-Epitaxial
| Metallgehduse
BC171  ,300° 20,0002 — - 100 — 45 5 45 125... Pioy = 200 22
(45) | 500 Planar-Epitaxial
Kunststoffgehiiuse
BC172 300 2 0,0002 — — 100 — 20 20 125... Piot = 200 22
(20) | 900 Ty = 25 °C Planar-Epitaxial
Kunststoffgehiduse
BC173 300 4 0,0002 — -— 100 — 20 20 240... Py = 200 22
(20) 900 Tu = 25 °C Planar-Epitaxial
Kunststoffgehiduse
Telefunken
BC 107 ,300° 3 — — —~ 100 — 45 50 125... Pyt = 300 1
500 bei tamn Planar-Epitaxial
— 20 °C  Metallgehiuse
BC108 ,300“ 3 — — — 100 — 20 30 125. .. Piot = 300 1
900 bei tamb Planar-Epitaxial
& = 25 °C  Metallgehiuse




Muu Typ ¥ ) Restatriome Grenzwerte m Verlust- Bauform
(fa) Jeeo Jeeo JEBO J¢ JB Ucro Urnd Ucso leistung Art
in Bemerkungen
in MHz dB in uA i’ mA inV (B) in mW
‘BC109 ,300° 3 — — -~ 100 — 20 5 30 240... Piot = 300 1
900 bet tamn Planar-Epitaxial
= 25 °C Metallgehause
BC129 ,300° 3 — — — 100 — 45 6 50 125... Piot = 135 1
500 bei tgmp Planar-Epitaxiat
= 25 °C  Metaligehiuse
BC130 300" 3 — — — 100 — 20 5 30 125... Pt =135 1
900 bel tgmp Planar-Epitaxial
= 25 °C  Metallgehiuse
BC131 .,300" 3 — — — 100 — 20 b 30 240... Pt =135 1
900 bei tamb Planar-Epitaxial
= 25 °C - Metallgehiuse
BC 147" ,300 3 — — — 100 — 45 6 50 125... Pt =220 5
500  bei tamp  Planar-Epitaxial
= 25 °C Kunststoffgehiuse
 BC 149 ,300° 3 — — — 100 — 20 5 30 240... Piot = 220 5
900 .  bei tgmn Planar-Epitaxial
= 25°C  Kunststoffsehiiuse
BC 148 300 3 — - s 100 — 20 5 30  125... Pyt = 220 5
900 bei tamn Planar-Epitaxial
# = 25 °C  Kunststoffgehfiuse
BC 157 ,130° 3 — — — 100 — 45 5 50 T0... Pt =220 5
, - 150 bei tamb Planar-Epitaxial
=25 °C  Kunststoffgehiinse
BC158 ,130“ 3 — = — 100 — 25 5 30 T5... Pypt=1220 5
260 bei tgmb E@HE.@EEME_
= 25 °C Kunststoffgehduse
BC189 130 3 — — — 100 — 20 5 25 126... Pyt =220 &
S | 500  bei tamp  Planar-Epitaxial
] - | = 25 °C  Kunststoffgehduge
BC167 ,300° 3 — - — 100 — 45 6 50  125... Py = 220 6
500 bel tamn Planar-Epitaxial
, = 25 °C  Kunststoffgehiuse
BC168 300 3 — — = 100 — 20 5 30 125... Py = 220 6
900 bel tamb Planar-Epitaxial
. = 2 °C Kunststotfgehtuse
BC 169 ,300° 8 — - - 100 — 20 &5 30  240... Py = 220 6 |
900 bel tamp Planar-Epitaxial
& = 25 °C  Kunststoffgehiuse



86

Typ

BC 177

BC 178

BC179

BC 197

BC 198

BC 199

- BC 237

BC 238

BC 239

BC 309

Valvo
BC 109

B( 149

BCY 56

6F

ig F  Restrome Grenzwerte B Verlust = Bauform
(fz) Jeso Jeeo JEBo J¢  JB Ucro Urso Ucso leistung Art
i in - Bemerkungen
in MHz dB" in ytA i in mA in'V (B) in mW
%0 3 — — — 100 — 45 5 50 75... Py =300 1
150 bei tamb Planar-Epitaxial
=28 0 Kunststoffgehduse
»130% 8. — — - 100 — 25 5 30 75... Pioy =300 1
260 bei tamp Planar-Epitaxial
= 28 = Kunststoffgehiuse
L1303 — — -— 100 — 20 31 25 125... Piogt = 300 1 ;
| \ 500 bel tamb Planar-Epitaxial
| = 25 °C Kunststoffgehiuse
»300° 3 — — -— 100 — 456 6 50 . 125... Pyt =50 T |
500 bei tamp Planar-Epitaxial
, = 45 °C | Kunststoffgehduse
,300¢ 3 —  — — 100 — 20 5 30 "125... Pyr=150 7
900 bei tamb Planar-Epitaxial
‘ = 45 °C  Kunststoffgehéuse
L300 3 — — - 100 — 20 5 30 240... Pyt =50 7
\ 900 bel tymp Planar-Epitaxial
= 45 °C  Kunststoffgehause
3007 3 — — — 10 — 45 o - 50 125. .. Piot = 220 6
500 bei tamy Planar-Epitaxial
B — 25 °C  Kunststoffgehduse
#3003 — — — 100 — 20 5 30 125... Pyt = 220 6
900 bei tamp Planar-Epitaxial
- = 25 °C  Kunststoffgehduse
23003 —  —  — 100 — 20 5 30  240... Py =220 6
900 bel tamp Planar-Epitaxial
| =25 °C  Kunststoffgehiuse
»130° 4 100 nA — — 200 — 20 25 (140... Py = 200 22
290) Planar-Epitaxial
»300° 2 -~15(20) — = 100 20 50 50 (125... Pior = 300 1
| 260) ' Planar-Epitaxial
Metallgehiuse
»900° 2 15(20) — - 160 20 .30 30 {(450... Pyt = 250 1 |
900) Planar-Epitaxial
| Metallgehiuse
»85° 1,5 0,1(20) — 0L,1(56) 100 — 45 45 (40... Piot = 260 1
450) Planar- Epitaxial

Metallgehiiuse
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r Reststriome
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Typ ip Grenzwerte B Verlust- Bauform
(Ta) Jecgo Jero JEBo Je¢  JB Ucreo Usro Ucso leistung Art
»Im© in Bemerkungen
in MHz dB in uA in mA inV (B) in mW
BCY 57 ,100“ 1,5 0,1(20) — 0,1(6) 100 — 20 5 256  (100... Pyt = 260 1
800) Planar-Epitaxial
- Metallgeh&use
BCW 49 ,300° 2 10 0,002 = 0,1 200 — 20 — 30 (450... Piot = 160 3
" 900 Planar-Epitaxial
Kunststoffgehiuse
2N929 ,50° 4 0,01 0,002 0,01 60 — 45 5 45 (40... 260 o1 |
(45) (5) (5) 120) Planar
' Metallgehiuse
2N930 50 3 0,01 0,002 0,01 60 — 45 5 45 (100... 260 1 |
(45) (b) (5) 300} Planar
Metallgehduse
2N 2483 ,60° 4 0,01 — 0,01 50 — 60 5 60  (40... 360 1
(45) (5) | 500) Planar
| Metallgehduse
2N 2484 .60 3 0,01 — 0,01 50 — 60 5 60 (100, .. 360 1
(45) (5) 800) Planar
Metallgehause
BC 107 300 2 15(20) — - 100 20 45 6 50 125... Py = 300 1
500 |
BC108 ,300° 2 15(20) — — 160 20 20 5 30 125... Pyt = 300 1
900 _
BC147 300" 2 15(20) — — 100 20 456 6 50 125... Piot = 250 1
| 500
BC148 -,300° 2 15(20) — — 1860 — 20 5t 30 125... Pt = 250 1
_ 900 -
BC 157 150 2 4(20) — — 100 — 45 50 75... Piot = 250 25
260 Planar-Epitaxial
Kunststoffgehduse
BC177 150 2 4(20) — — 160 — 45 50 75... Pt =300 1
260 | Planar-Epitaxial
| Metallgehiuse
BC158 ,150“ 2 4(20) — —- 100 — 25 5 - 30 75... Pyt = 250 26 ‘
500 Kunststoffgehiuse
BC178 ,150° 2 10(20) — — 100 — 20 5 25  75... Pyt =300 1
. 500 Metallgehduse
BC159 ,150° 1 4(20) — — 100 — 20 5 25 125... Piot = 250 25
| 500 Kunststoffgehiuse
BC179 ,150° 1 10{20) — — 100 — 20 5 25 125... Pyt = 300 1
Metailgehause
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i 6.2. npn-Siliziumtransistor fiir NF-Vor- und Treiberstufen

;3?13 f3 | I Reststrime - Grenzwerte ﬁ Verlust- Bauform
(fx) JOoBO JOREO Jrro . J¢ Jp Ucero Urpo YoBo leistung Atk
ofp® in Bemerkungen
in MHz dB in A in mA inV (B)- in mW
RFT . 5
SC 110,40 — 0,026 — — 250 — 20 5 20 (18... Pipty =600 1
(15) 550)  bei Planar-Epitaxial
e = 25 °C Metallgehduge
sC111 607 8 0,025 — - 200 — 20 5 30 (18... Piot =600 1
(15) 550)  bei Planar-Epitaxial
| T Pa = 25 °C Metallgehiuse
sC206 300" 16 0,1 — 0,1 100 10 15 5 20 28... Pt = 200 2
{20) (5) 1120  bei Planar
. #a = 25 °C Kunststofigehiuse
SC 236 0,1(30) 100 20 b 30 66... Pyy =200 2 |
. 560 Kunstatoffgehduse
SC 237 8 0,1(50) 100 45 5 50 56... Piot =200 2
560 Kunststoffgehause
SC 238 8 0,1(30) 100 20 © 5 30 56... Pioy =200 2
1120 Kunststoffgehiuse
CSSR . | :
KC507 ,1580° 10 0,015 — 1(5) 100 15 45 5 45 125..,. Pc =300 1
(45) 500 Planar-Epitaxial
KC508 150 10 0,015 — | 1(9H) 100 156 20 b 20 125... Pc =300 1
’ {20) 500 " Planar-Epitaxial
KC147 ,150° 10 0,015 — 1(5) 100 10 45 5 45 125... P =200 13
(45) 560 T, = 25 °C Planar-Epitaxial
KC148 150 10 0015 —  1(5) 100 10 20 5 20 125..., Pg =200 13
(20) | - 900 a = 25 °C Planar-Epitaxial
* Polen
BC 527~ 150 10 50(45) 50 45 5 45 50... Pg =300 1
| 400 Planar-Epitaxial
: Metallgehduse
BC 528 ,150" 10 5H0{20) 50 20 5 20 40... Pc=300 1
400 | Planar-Epitaxial
Metallgehéiuse
UdSSR * |
MP 111 0,5 18 3(10) — 3(5) 100 — 20 b 20 10... Py =150 10
; 25 Legierungstyp
£ Metallgehiuse
<o
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:t Typ fg F  Resatstrime . Grenzwerte ﬁ Verluat- Pauform
(fa) JecBo Jceo JeBo Je¢  JB Ucgko Urso UgBo leistung Bemerkungen
g1  in e
in MHz dB in gA in mA inV " (B) in mW
MP 111A 0,5 18 3(10) — 3(6) 100 — 10 5 10 10... Pt = 150 10
30 Legierungstyp
Metallgghﬁuﬂﬂ
MP112 0,5 18 3(10) — 3(5) 100 — 10 5 10 15... Py = 150 10
| 45 Legierungstyp
Metallgehiuse
MP 113 1 — 35 — 35 100 — 10 5 10 15... Pu=150 10 |
45 Legierungstyp
_ Metallgehduse
MP 114 (0,1) — 10(30) — 10(10) 50 — 60 10 60 ° 9 Piot = 150 10 .
| - Legierungstyp
Metallgehduse
MP 115 (0,1) — 10(30) — 10(10) 80 — 30 40 30 9... Pyy=150 10 ;
o . 45 | . Legierungstyp
: Metallgehiiuse .
MP1l6 (0,1) — 10{(10) — 10(10) 506 — 15 20 15 15... Pyt =150 10 |
100 Legierungstyp
Metallgehduse
Ungarn ! ‘
BC107 ,250“ 10 — - — 100 50 45 6 50 125... Py — 260 1
. 500 Planar-Epitaxial
BC108 ,250“ 10 — e 100 50 20 5 30  125... Py =260 1
800 Planar-Epitaxial
Hitachi )
2 SC 4568 ,,230° 6,5 0,5(18) — — 100 — 30 5 30 (60... Po =200 29
320) Planar-Epitaxial
s Kunststoffgehduse
2 8C 471 ,230“ 13 0,1(20) 100 20 5 30 60... Pg=200 32 |
200 Planar-Epitaxial
Intermetall
BFY22 (200 7 — . — — 50 — b 3 5 30... Pipt=50 4
a0 bei Planar-Epitaxial
#uy = 45 °C Kunststoftgehause
BFY 23 (20) 7 —- — — 50 -— 5 3 o F110 T Pigt =50 4 _
220 bei Planar-Epitaxial

fy = 45 °C Kunststoffgehduse
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S Typ f F  Restatrd
é:} - ;Z ’ mn;EEﬂ J ?renzw;erte B Vorlust- Banform
I in EBO JC B Uceo Ugso Ucro letstung Art
in MHz dB in gA i mA n v - — Bemerkungen
BFY 23a (20 — s -
a (20) 7 50 — 5 3 5 200... Pigt =50 4 |
300 bei Planar-Epitaxial
fu = 45 °C Kunststoffgehiuse
BFY 2 — _ s
o h 50 — 30 5 45 30... Ppt=50 4
90 bei Planar-Epitaxial
#u = 45 °C Kunststoffgehiiuse
BFY - _
0. (20 ¥ — 50 — 30 5 45  70... Puy=50 4
220 bei Planar-Epitaxial
du = 45 °C Kunststoffgehiuse
B Y ¥ 1
CY58 ,300° 2 0,2(32) —  — 200 — 32 7 32  125... Py — 300 1
700 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehause
B‘ T 0w
CY 59 300 2 0,2(82) — — 200 — 45 7 45  125... Pur— 390 1
700 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehiiuse
Telefunken
BC155 50 — O1(5) — =3 5 — & 5 5 85... Pipit=50 6
900 bei tamb Pl&ﬂ&l‘-EPitﬂ-Xi&l
=45 °C  Kunststoffgehduse
BC 156 50 ~— 0,1(5) — — 50 — b 5 5 85... Pt =105 6
200 bei tamp Planar-Epitaxial
. —= 45 °C  Kunststoffgehiuse
BC 110 100" — - 50 — 80 8 80 (70) Pyt = 300 1
| bel tamb Planar-Epitaxial
) = 25°C  Metallgehiiuse
BCY 59 ,300“ 2 — — — 200 — 45 7 — 125... Py = 1000 1
700 bel tamn Planar-Epitaxial
= 25 °C Metallgehiuse
BCY 79 ,200° 6 — — — 200 — 45 5. — 125... Pt =300 1 ;
500 bei tamb Planar-Epitaxial
— 45 °C  Metallgehduse
BFY 68 ,50° — 0,1(25) — == 10 — 15 0 25 (50) Py =160 6
| bei tamn Planar-Epitaxial
= 45 °C  Kunststoffgehiuse
BYY 69A ,,50° — 0,1(25) — - 10 — 15 5 25 (50) Piot = 160 6
bei tamnb Planar-Epitaxial
= 45 °C Kunststoffgehéuse
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Reststrome

Typ fg Greonzwerte o]
(f2) Jceo Jceo JeEBo Je¢ Jm Ucro Urro Ucso
HfT“ in
in MHz dB in uA in mA inV (B)
BC 307 ,130“ 10 100nA 200 45 5 850  (140...
(20) ‘ ' 290)
BC308 ,130° 10 100nA 200 2% 5 30  (140...
(20) 290)
Valvo
BC107 ,300° 2 15(20) — i 100 20 45 6 50  (90...
‘ ' 220)
BC108 ,300“ 2 15(20) — — 100 20 20 5 30 (150..
450)
BC 147 ,300 2 15(20) — — 100 20 45 6 50  (90..
220))
BC 148 ,300“ 2 15(20) — — 100 20 20 5 30 (150,
450)
BC 112 150 2 - — — 50 — 20 — 20 (100...
280)
BC146 150 § — —  — 80 — 2 — 2 (ll5...
. 380)
BCW 46 L300 210 10(20) 0,1 200 — 60 — 80 125...
| : 260
BCW 47 ,300 2 10  10(20) 01 200 - — 45 —~ 45  240...
| 500
BCW 48 ,300“ 2 10 10(20) 0,1 200 — 20 — 20  450...
. 900

Verlust- Bauform
leigtung Art
Bemerkungen
in mW
Piot = 280 22
Planar-Epitaxial
Piot = 280 22
Planar-Epitaxial
Piot = 300 1
| Planar-Epitaxial
- ~ Metallgehduse
Piot = 300 1
Planar-Epitaxial
. Metallgehduse
. Prot = 250 1
Planar-Epitaxial
Metallgehduse
o Pigt = 2650 1
Planar-Epitaxial
Metallgehduse
Pigt = 50 8
bei Planar- Epitaxial
fuy = 45 °C
Pyt = 50 9
bei Planar-Epitaxial

Py = 45 °C Kunststoffgehiuse

Pyoy = 150
Piot = 150
Pyoy = 150

3

Planar-Epitaxial
Kunststoffgehiuse
3 ~
Planar-Epitaxial -
Kunststofigehause
3 .
Planar-Epitaxial
Kunststoffgehduse
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= 6.3, npnfSiliziumtransistur fiir Breitband-, NF-, HF- sowie mittelschnelle Schaltstufen
Typ s F  Reststrome Grenzwerte B ekt Bauform
(ffa)“ ~ Jdeso Jeeo JeBo J¢  JB Ucmo Ureo Ucso leistung Art
1 LT in
: - B
in MHz dB in uA ook G0V O — emerkungen
RFT * c N
SKF 021,60 — 1(20) — 1(5) 500 — Uggr 5 20 18... Pyp =600 1
20 1120  bei Planar-Epitaxial
N | B va = 25 °C Metallgehiduse
SF 022 60 — 0,1(33) — 1(5) 500 — Ugggr 5 33 19..." Pyr =600 1
33 1120 bei Planar-Epitaxial
_ | % _ s = 20 °C Metallgehduse
_ SF023 ,60° — 0,1(66) — 1) 500 — Ugan 5 66 18... Py =600 1 |
66 1120  bei Planar-Epitaxial
- ¥y = 25 °C Metallgehiuse
SF 024 ,60° — 0,1(15) — 1(5) 500 — TUcgr 5 100 18... Py = 600 1
100 1120  bei Planar-Epitaxial
thy = 25 °C Metallgehiuse
SEO025 60 — 0,1 — 1(5) 500 Ucer 5 120 18..., Py =600 1
120 120 1120  bei ~ Planar-Epitaxial
a = 25 °C Metallgehiduse
SF121 ,60— 5,5 1(20) — 1(5) 100 Ucer 5 20 18... Py = 600 1
130" 20 1120  bet Planar-Epitaxial
o =25 °C Metallgehéuse
SF 122 ,,60— 5,5 1(33)., — 1(5) 100 Uerr 5 33 18... Py, =600 1
130 33 1120  bei . Planar-Epitaxial
#y = 256 °C Metallgehiuse
SEF 123 ,60— 5,0 1(66) — 1(5) 100 Ucgr b 66 18... Py, =600 1
1307 66 1120  bei Planar-Epitaxial
| #s = 25 °C Metallgehduse
SF126 60— 4,5 0,1(33) — 1(7) 500 20 7 33 18... Pyy =600 1
’ 100 1120  bei Planar-Epitaxial
#y = 25 °C Metallgehduse
SF 127 60— 4,5 0,1{60) — 1{7y 500 30 7 66 18... Py =600 1
100* 1120  bei Planar-Epitaxial
Ha = 25 °C Metallgehiiuse
SF128 ,60— 4,5 0,1 — 1(7) 500 60 7 100 18... P‘l,.‘-"_[, = 600 1
100 (100) 1120  bei Planar-Epitaxial
&y = 25 °C Metallgehiuse
SF120 ,60— — 0,025 — — 500 80 7 120 18... PyL =600 1
100 (80) 560 bei * Planar-Epitaxial
2 $#a = 25 °C Metallgehiuse
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Typ i3 F  Reststrome Grenzwerte p Verlust Bauform
(fz) Jepo Jcego Juro Je  JB Ucro Urso Ucmo * leistung Art
niq” in | ; Bemerkungen
in MHz dB in gA in mA inV (B) in mW
CSSR I
KFY 34 ,100° 10 0,01 — 100(7) 600 100 30 75 40... Pc=800 1
(60) i 120 Planar-Epitaxial
- - Metallgehduse
KFY 46 ,100“ 8 0,0001 — =~ — 500 100 30 75 75... Pg=800 1
{(60) 140 Planar-Epitaxial
Metallgehduse
UdSSR |
KT 602A ,1560° — 70(120) — 50(6) 7 — 100 120 20... P = 2800 27
- 80 bei Diffusions-Tran-
Pe = 20 °C sistor, Metallgeh.
KT 6028 ,150" — 70(120) — bBX5) 75 — 100 120 650... P =2800 27
100 bei Diffusions-Tran-
’ e = 20 °C sistor, Metallgeh.
KT 602W ,150° — 7T0(80) — 506) 75 — 100 120 15... P =2800 27
80 bei Diffusions-Tran-
P = 20 °C sistor, Metallgeh.
KT 602G ,150“ — 70(80) — 50(5) 76 — 100 120 15 P = 2800 27 -
) bei Diffusions-Tran-
#: = 20 °C sistor, Metallgeh.
Ungarn _
BFY 33 ,100° — 0,020 — — 500 50 20 Piot = 700 1
(40) | Planar-Epitaxial
~ Metallgehiuse
BFY 34 ,100° — 0,010 — — 500 76 20 Piot = 700 1 |
(60) Planar-Epitaxial
Metallgehiuse
BFY 46 , 100 — 0,010 — — 500 75 40 Piot = 700 1
(60) o Planar-Epitaxial
" Metallgehduse -
Siemens )
BFY 33 ,80" — 0,008 — — 500 — 30 50 ¢40) Piot = 2600 1 )
(40) bei Planar-Epitaxial .
X To = 45 °C Metallgehduse
BFY 34 ,80“ — 0,003 — — 500 — 50 75  (40... Pyt = 26001
i (60) 120)  bei Planar-Epitaxial

Tq = 45 °C Metallgehiduse
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¥D {E,) F ?g:tatrﬁlix]le ; ?renzwerte ﬁ Verlugt- Banfopni
Jr*  in O CEO EBO L s I8 Ucro UeBo Ucno leistung Art
in MHz dB in yi& in mA inVv (B) o ariiE Bemerkungen
BFY 46 ,,80 — ?6,303 — — 500 — 50 7 75  (100... Piot = 2600 1
) | 300)  ber Planar-Epitaxial
T = 45 °C Metallgehiuse
Telefunken
(281? 14;13)”60“ B oﬁ,gaog - a 00— Ucsr 7 75 (108) Pior = 700 1
« (80) 50 bei tgmn = Planar
| 45 °C Metallgehiuse
BSY L— _ _ -
oy 1485; 3)”50 ‘;glﬂ 150 ~ 80 7 120 (40... Pi= 700 1
o) 120) bet tomp = ~Planar
45 °C Metallgehduse
BRY 4 # _ | . '
(2SN 21%3)”50 ?égms > =W R A (G Mg R
) 120)  bei tamp = Planar-Epitaxial
45 °C Metallgehduse
BC 140 60 — 0,1(60) — _ — 1000 — 40 7 80 (40... Pyt = 25001 |
300)  bei teage = Planar-Epitaxial
25 °C Metallgehiiuse
BSYTL 70 — 00000 — — 500 — 28 7 75 (100... Py =700 1
(2 N 1711) (60) ' - 300) beitamp = FPlanar
45 °C Metallgehause
BSY g1 .50 — 0050 — — 5 — 25 5 40  (30) Piot = 700 1
' hei tra,mb — Planar
| 45 °C Metallgehduse
BSX .25 .50 — 0,060 — — 50 — 25 5 40 (30) Piot = 320 1
bei tgmp = Planar
| . 45 °C Metallgehause
BSY 92 ,50“ — 0,020 — — 50 — 40 b5 60  (60) Piot = T00 1
bel tamp = Planar
- 45 °C Metallgehiuse “
BSY 93 ,50“ — 0,020 — — 50 — 40 5 60 (60) Piot = 320 1 -
bei tamp = Planar
- 45 °C Metallgehéiuse
BC 140 ,60° 3 100nA 1000 40) 7 80 125... Piot = 37001
(60) | 900 | Planar-Epitaxial
Yalvo |
BCY 58 126 © — Jegr 0,01 200 50 32 7 — 125... Pyt = 1000 1
0,2 (5) 700 Planar-Epitaxial
& (45) : Metallgehfuse
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in A

Restatrome

JCBO JCEO

JEBO

in mA

Grenzwerte
JB Uceo Urso Ucso

inVv

BCY 59 ,125%

BFY 50 ,60“
BFY 51 50

BFY 52 ,50¢

BFY 55 ,60“
(2 N 2297)

BFY 67 ,60°
(2 N 1613)

BFY 68 ,70“
2 N 1711)

BFY 67A ,60%

BFY 67C ,,60“

BFY 68A ,70°

-

BSW 65 ,80°
BSW 66 80"

BSW 67 ,80°

0,002
0,002

0,002

0,075
0,010
0,076
(30)
0,1(40)

0,1(50)

0,1(60)

Joer 0,01(5) 200 50 45

0,2(45)

0,001
(5)

0,001
(5)

0,001
(5)

70,01
(5)

0,01
)

" 0,005

(5)

0,075
(3)

0,020
(3)

0,075
(3)

0,1(3)

0,1(3)

0,1(3)

1000
- 1000

1000
1000

1000

1000 —
1000
1000
1000.
2000
2000

2000

35

30

20

35

a0

30

25

25

80

100

120

i Verlust- Bauform
leistung Art
- Bemerkungen
(B) in mW
— 125... Pyt = 1000 1
700 Planar-Epitaxial
- - Metallgehduse
80 30... Piot =40001
130 Planar-Epitaxial
Metallgehduse
60 30... DPiot=40001
130 Planar-Epitaxial
Metallgeh&use
40 30... Pior = 4000 1
130 Planar-Epitaxial
Metallgehduse
80 15... Piot = 4000 1
120 Planar-Epitaxial
Metallgehiduse
75 (40... Pyoy = 17001
300)  bei -Planar

75

60

50

60

80

100

120

"J‘*

(40)
(30)
(100)
(30}
(30)

(30)

?6=100°C Metallgehiuse

- A L : -3, n B % oy n g - -
A R R 3 Sk S el i

(100... Pt = 1700 1
300) i

bei ~ Planar ﬂ
#a=100°C Metallgehanse
Pt,ut —— 1700 ].

bei FPlanar

dg =100 °C Metallgehiuse
Pyt = 1700 1

bei Planar

dq = 100°C Metallgehiuse
Ptﬂt it 17{}0 1 ‘

bei Planar

¢ = 100°C Metallgehause
Pt = 700 1

bei Planar-Epitaxial
Hu=45°C Metallgehiuse
Piot = 700 1

bei - Planar-Epitaxial
S =45°C Metallgehéiuse
Pt.ut —_— 700 1

bei Planar-Epitaxial

S = 45 °C Metallgehiuse
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S Typ ip ¥  Restatrime Grenzwerte | g Verlust- Bauform
(f~) JCBO JORO Jrpo Jg JB Ucro Yrro Ucgro Icistung Bemerkungen
ufT“ _ in - Art
in MHz dB in uA . in mA inV (B) in mW
BSW68 ,80° — 01(75) —  01(3) 2000 — 150 6 150 (30) Py =700 1
bei Planar-Epitaxial
Pu = 45 °C Metallgehduse
BSX 9 ,100° 12 0,01 - — 0,01 1000 — 30 7 76  (40... Pyt = 700 1
(60) | (B) 120) - Dbei Planar-Epitaxial
_ Mg = 45 °C Metallgehduse
BSX 96 1000 8 0,01 — 0,01 1000 — 30 7 75  (50... Pyt =700 1 ' *
(60) (5) - | 300)  bei Planar-Epitaxial
Py = 45 °C Metallgehduse
BSV64. ,100° — 0,01 — 0,01 5000 — 60 5 100  (40) Piot = 2000 1
(60) (4) bei . Planar-Epitaxial

g = 100°C Metallgehduse




-
o

6.4. npn-Siliziumtransistor fiir NF-, HF- sowie schnelle Schaltstufen
Typ fg F'  Reststrome Grenzwertt; p Verlust- Bauform
(fa) Jecego Jego . JeBo Je¢  JB Ucgeo Umso Ucso leistung Art
«Ip®  ip Bemerkungen
innMHz dB In @A in mA in'V (B) in mW
REFT
SF131 330 7 0,1 e 0,1(6) 50 10 12 5 20  18... Py =300 1
(20) i 1120 . bei Planar
$a = 256 °C Metallgehiuse
SF 132 270 7 0,1(40) — 0,1{(6) 50 10,15 5 40 - 18... Pyr =300 1 |
1120 bel Planar
?a = 25 °C Metallgehiuse
Polen |
BF 520 150" 0,1(6) 50 30 5 50 20... Pc=2300 1
200 | Planar-Epitaxial
BF 521  ,150° 0,1(6) 50 15 5 30 20... Pc=2300 1
200 Plangr- Epitaxial
UdSSR
KT 312A ,80 — 10(15) — 104) 30 -~ Uckn 4 15  (10... Py = 450 28
15 100)  bei Planar
#a = 60 °C Metallgehduse
KT 312B , 120 — 10(15) — 10(4) -30 — Ucgr 4 30  (25... Pyt — 450 28 _
30 100}  Dbei Planar _
‘ B#a = 60 °C Metallgehduse
KT 312W 120 — 10(15) — 104) 30 — TUcgr 4 15  {50... Pyt = 450 28
| 15 280)  bei Planar
#5 = 60 °C Metallgehduse
KT315A ,250° — 1(10) — 30(5) 100 — Ugsr — —  (20... Py =150 29
| 20 90) Planar-Epitaxial
| Kunststoffgehiiuse
. KT315B ,250“ — L10) — 30(6) 100 — Uger <= - (70... Pyt = 150 29
| 15 350) - Planar-Epitaxial
. Kunststoffgehduse
KT3{5W 200 " — 1{10) — 30(6) 100 — Ucgr — = (20... Pyt =150 29
30 90) Planar-Epitaxial
- Kunststofigehause
KT315G ,250° — 1(10) — 30(5) 100 — Ucgr — —  (70... Py =150 29
| 25 3560) Planar-Epitaxial
_ Kunststoffgehiduse
fn_termeta.ll \ :
BSY 19 300 — 0,026 — 0,1 200 — 15 5 40 (30... Pios =360 1
(2N'708) (20) (4) - 150)  bei Planar

Ty = 25 °C Metallgehause
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Typ if;
(L)
HfT £t

F

in

in MHz dB in HA

e — %, L L |

BSY 20 300
(2N706B)

BSY 21 300
(2N914)

BSY 22 300
(2N916)

BSY 23 300

- BSY 51 1007

(2N697)

BSY 52 ,,130“
(2N1420)

BSY 53 100

(2N1613)

BSY 54 ,100°
(2N1711)

BSY 55 ,,100°
(2N1893)

BSY 56 145"
BSY 73 ,145°

BSY 74 ,170"

BSY 75 , 145"

6

6

12

12

12

Reststréme Grenzwerte B Verlust- Bauform
Jceo Jceo JEBo J¢  JB - Ucko Usmo Ucmo leistung Att
Bemerkungen
in mA in V (B) in mWw
0,5(15) — 0,01(6) 50 — 15 5 25 (20... Pyt =300 1
60 bei Planar
Ty = 25 °C Metallgehiuse
0,025 — — o800 — 15 5 40 (30... Piot =360 1
(20) 120)  bei Planar
Ty = 25 °C Metallgehinuse
0,01 — = 200 — 25 5 45 40... Pt = 360 1
(15) 200 bei Planar
Ty = 25 °C Metallgehiuse
0,5(20) — — 200 — 30 b 4¢) (25) Piot = 300 1
bei Planar
Ty = 25 °C Metallgehduse
0,1(30) — 0,060 500 — 25 5 60 30... Pt =800 1
(3) 100 bhei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehiduse
0,1(30) — 0,05(3)- 500 — 25 5 60 50... Pyt =800 1
200 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehduse
0,01 — 0,00 750 — 30 75 30... Piot =800 1
(60) (5) 100 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehduse
0,01 — 001 750 — 30 75 50... Pipot =800 1
(60) (5) 250 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehduse
001 — 0,01 500 — 80 120 30... Pyt =800 1
(90) (10) 150 bei Planar-Epitaxial
Ty = 256 °C Metallgehéuse
0,01 — 0,01 500 — 80 120 © 60... Pipi=800 1 |
(90) (5) 280 bei Planar-Epitaxial
| Ty = 25 °C Metallgehduse
0,1(20) — 0,1(4) 100 — 18 25 80  Pyoy=156 1 o
bei Planar-Epitaxial
¢ Ty = 45 °C Metallgehiuse
0,1(20) 0,1(4) 100 — 18 25 150 Pioy = 1556 1
bei Planar-Epitaxial
_ Ty = 45 °C Metallgehiduse
0,06 — 0,056 250 — 32 40 a0 Piot = 155 1
(32) (4) bei Planar-Epitaxial

Tu = 45 °C Metallgehduse
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Typ 3 F  Reststrome Grenzwerte B Yerlust- Bauform
(f2) Jeeo Jeeo Jepo J¢  JB Ucko Urmo Uceo . leistung Art
S i\ in Bemerkungen
in MHz dB in uA in mA inV _ (B) in mWwW
BSY 76 ,,170“ 12 0,05 — 0,06 250 — 32 40 - 150 Piot = 1556 1 _
| ©{32) (4) | bei Planar-Epitaxial
Ty = 45 °C Metallgehéduse
BSY 77 145 12 0,06 — 0,06 250 — 64 80 90 Piot = 155 1
(65) (4) bei Planar-Epitaxial
Ty = 45 °C Metallgeh#duse
BSY 78 - ,,170“ 12 0,056 — 0,06 250 — 64 80 150 Pyt = 155 1 .
(65) (4) bei Planar-Epitaxial
| Ty = 45 °C Metallgehiiuse
BSY 80 ,210¢ 12 0,1(20) — 0,1(4) 100 — 18 25 375 Pt =155 1 |
bei Planar-Epitaxial
, Ty = 45 °C Metallgehduse
BSY 81 ,100° — 0,1(30) — 0,01(3) 1000 — 18 40 15... Piot =900 1
120 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehduse
BSY 82  ,120 — 0,1{30) — 0,01(3) 1000 — 18 40 20... Pt =900 1
| 300 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metaligehduse
BSY 83 100 — 0,001 — 0,01 1000 — 35 80 16... Pt =900 1
(60) (h) 120 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehiiuse
BSY 84 120 — 0,01 — 0,01 1000 — 35 80 20... Pt =900 1
(60) (5} 300 bei Planar-Epitaxial
| Ty = 25 °C Metallgehiuse
BSY 85 110 — 0,01 — 0,01 1000 — 64 120 15... Pioy =900 1
(2N2193A) (90) (5) 120  bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehduse
BSY 8 ,130" — 0,01 — 0,01 1000 — 64 120  20... Pior = 900 1
(90) (5) 300 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 °C Metallgehéuse
BSY 87 ,100 — 0,01 — 0,01 o0 — 60 100 30... Pyt =800 1
(ZN1889) (75) (5} 150 bei Planar-Epitaxial
Ty = 25 "C Metallgehiuse
BSY 88 ,145° 6 001 — 001 500 — 60 100  60... Pt =800 1
(2N1890) (75) (5) 180 bei  Planar-Epitaxial
. Ty = 25 °C Metallgehiuse
‘'BSY 90 170 8 0,01 — 0,06 500 — 25 60 200... Pyt = 800 1
(30) (3) 550 bei Planar-Epitaxial

Ty = 25 °C Metallgehiuse
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Typ f3 Reststrime Grenzwerte i) Verlust Bauform
(fa) Jeceo Jceo Jepo J¢ JB Uceo UmBo Ucso leistung  Art
L\ Bemerkungen
in MHz dB in ptA in mA inV (B) in mW
Siemens
BFY 12 ,180° 0,02 — - 500 40 60 (207.. Pt =700 1
(50} - 300)  Dbei Planar
Ty = 45 °C Metallgehduse
BFY 13 ,180“ 0,02 ~— — 350 60 80  (20... Pyt =700 1
(65) 300 bei - Planar
Ty = 45 °C Metallgehéduse
BFY 14 ,180° 0,02 — — 260 -~ 80 100 (20... Pyt =700 1
(80) 300)  bet Planar
| Ty = 45 °C Metallgehduse
Telefunken
BSY 56 ,,100° 0,01 — - 500 80 120 (40... Pyt =800 1
(90) 120)  bel tgmp = Planar-Epitaxial
45 °C Metallgehduse
BSY 56 ,,100° 0,01 - — 500 80 120 (100... Pyt =800 1
(90) 300) beitamp = Planar-Epitaxial
45 °C Metallgehduse
Valvo
BSW 51 ,,260° 0,01 -~ 0,01 800 30 60 (40)  Pioy = 700 1
(50) (3) bei Planar-Epitaxial
P = 45 °C Metallgehduse
BSW 52 250 0,01(5) — -  0,01(3) 800 30 60 (100) Poz = 700 1
bei Planar-Epitaxial
\ Huy = 45 °C Metallgehiuse
BSW 53 ,,250“ 0,01 — 0,01 ~ 800 40 75 (40) Pt =700 1
(60) (3) bel Planar-Epitaxial
duy = 45 °C Metallgehiduse
BSW 54 300 0,01 —  .001 800 40 75 (100) Piop =700 1
(60) (3) bei Planar-Epitaxial
gy = 45 °C Metallgehiuse
BSW 61 ,,250° 0,01 — 0,01 800 30 60 ° (40) Pyt =430 1
(50) (3) : bei Planar-Epitaxial
Py = 45 °C Metallgehiuse
BSW 62 250" 0,01 — 0,01 800 30 60 (100) Pioy =430 1
(50) (3) bei Planar-Epitaxial
duy = 45 °C Metallgehause
BSW 63 ,,250“ 0,01 — 0,01 800 40 - 75 (40) Piot =430 1
(60) (3) bei Planar-Epitaxial

Py = 456 °C Metallgehduse
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~— - v Verlust- Bauform
Typ fg F Reststirome Grenzwerte - .
_ (f;J Jeso Jemo JeBo Jc¢ IB Ucpo Ueso Ucso leistung i B
A in ' =
%‘:;JTMHE I{lB in A inmA - InV (B) m 11'1‘{‘5 ~
- e _ 00l 800 — 40 6 75  (100) Py =430 1 |
BSW 64 ,,300 0;[}); ® bei Planar-Epitaxial
( | Hu = 45 °C Metallgehiuse
| “ o - 0.1 200 — 15 5 40  (80... Py =320 1 |
B%iolgg »300° ?53?5 " 120 bei Planar-Epitaxial
(2 ) | Py = 45 °C Metallgehause
: g _ 00L 80 — 30 5 60  (40) Pyoy =700 1
.2 RIS o5 {()513; (3) bei Planar-Epitaxial
Su = 45 °C Metallgehéuse
o - 000 8 — 30 5 60  (100) Piox =700 1 |
AN 21D 20 ?’:ﬂ}} ) bei Planar-Epitaxial
_' ‘ Hu = 45 °C Metallgehause
T 001 800 — 40 G 75 (40)  Piy =700 1 _
2 N 22184,,250 ?ég; (3) bei Planar-Epitaxial
- ' du = 45 °C Metallgehiduse
. “« _ 0,01 80 — 40 6 756 (100) Py = 700 1
2 N 2219A,,300 Oﬁ’g} (3) | bei . Planar-Epitaxial
( Sy = 45 °C Metallgehiiuse
2N 2221 ,250“ — 0,01 — 0,00 800 — 30 5 60  (40) Pyt = 430 1 )
(50) (3) bei Planar-Epitaxial
B | ) P = 45 °C Metallgehiuse
2 N 2222 ,,250“ — 0,01 — 0,01 800 -— 30 5 60 (100) Pygt = 430 1
(50) (3) bei Planar-Epitaxial ‘
dy = 45.°C Metallgehiuse
2 N 2221A,250 — 0,01 — 0,00 800 £ 40 6 75 (40) Pur=—430 1
& (60) (3) x " bei Planar-Epitaxial
Pty = 45 °C Metallgehiuse
2 N 2222A,,300° — 0,01 — 0,01 800 — 40 6 75 (100) Pioy =430 1
(60) (3) bei Planar-Epitaxial
tty = 45 °C Metallgehéuse
BSW 33 175 — 0,060 — 0,01 200 — 32 5 40 (60... Pt =125 3
(20) (2) 180)  bei Planar-Epitaxial
Py = 45 °C Kunststoffgehiuse
BSX 68 ,L175“ — 0,5 - 0,01 200 — 15 5 30 (30. .. Piot =125 3
(20) (2) - 300) Dbei Planar-Epitaxial
Py = 45 °C Kunststoffeehiuse
BSX 69 175 — 0,56 — 0,00 200 — 20 5 30 (60... Py =125 3
(20) (2) 180) e Planar-Epitaxial

ty = 456 °C Kunststoffgehiuse

S,
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6.5. pnp-Siliziumtransiétur fiir NF-Vor- und Treiberstufen sowie Sunderzwecke

TyD ¥ ' Reststrome Grenzwerte B Verlust- Bauform
- (1) ~Joo =Jcmo -JEBo —J¢ —IB —Ucro-UrBo-UcBO leistung Art
I L in Bemerkung
in MHz 4B in A inmA - inV (B) in mW
RET | |
SC100 (0,8) max— 0,1(6) — 560 -~ 10 10 — (6... Po=250 1
15 12) Legierungstyp
Metallgehause
SC103 (1.5 — o 0,1(6) -— 560 — 10 10 — (6. P.=250 1
4,2) | 23) Legierungstyp
Metallgehduse
SC104 (3—6) — — 0,1(6) — 56 — 10 10 — (6... Pe=250 1 -
| 35) Legierungstyp
Metallgehiuse
SC106 — — - 0,5(10) — 50 — 10 — — 10 P =250 1
. Legierungstyp
Metallgehduse
SC 107 — — — 0,5(10) — 50 — 10 — — 8 Pe=250 1 |
Legierungstyp
Metallgehduse
\ ) Y
SC108 — @ — - 2(10y — 50 — 10 — — 10 P, =250 1
| Legierungstyp
Metallgehduse
SC109 — —_ - 5(10) — 50 — 9 — — 20 P.=250 1
. - ) i - Legierungstyp
| N Metallgehduse
85101 1,9 16 — 0,1(6) — 5 — 33 o — (12) e =250 1
Legierungstyp
Metallgehinge
S8 102 1,0 15 — 0,1(6) -— 5 — 066 — — (1) P.=250 1
Legierungstyp
Metallgehiuse
Intermetall |
0C430 (06) 7 04(10) 0,4(10) 0,15 50 — 10 10 10 (10... Pt = 200 1
(10) 25b) bei Legierungstyp
- Ty = 45 °C Metallgehduse
OC430k (0,6) 7 04(10) 0,4(10) 0,16 50 — 10 10 10 (10... Pyue=250 1 |
(10) 25) bei Legierungstyp
_ : Ty=45°C Metallgehduse
0C440 (06) 7 04(10) 0,6(10) 0,16 50 — 30 10 30 (6... Piot =200 1
(10) 20) bei . Legierungstyp

Ty=45°C Metallgehiuse
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Restetrome

Typ fs F Grenzwerte | ,B Verlnst- Bﬂufnrm_
(£7) -Jggo -Jcro —-JEBo —Jc¢ -JB ~Ucrko-UxBo-U¢BO leistung Art
. in : Bemerkung
in MHz dB in uA in mA in V (B) in mW
0C 440k (0,6) 7 0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 530 — 30 10 30 (5... Pt =250 1
20) bei Legierungstyp
_ T, =45°C Metallgehiuse
0C443 (0,3... 7 0,4(10) 0,5(10). 0,15(10) 50 ' — 25 20 25  (9... Pir= 200 1
3,0 Beon + 50) bei Legierungstyp
| | j T, =45°C Metallgehiiuse
OC443k (0,3... 7 0,4(19) 0,5(10) 0,15(10) 50 — 25. 20 25 (9... Pupt=250 1 .
3,5) _ \ 50) bei Legierungstyp
| Ty =45°C Metallgehéuse
0OC 445 - (0,6) 7 0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 — 50 10 50  (5... Py =200 1
| 20) bei | Legierungstyp
- Ty =45 °C Metallgehiuse
0OC445k (0,6) 7 04(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 — 50 10 50 (5... Pt =250 1
| - 20) bei Legierungstyp
| Ty, =45°C- Metallgehiuse
0C 449 (0,6) 7 0,1{(10) 0,5(10) 0,1(10) 50 — 60 30 60 (5... Py =200 I
- 15) bei ~ Legierungstyp .
Ta=45°C Metallgehiuse
—~ QC449k (0,6) 7 0,1(10) 0,5(10) 0,1(10) 50 — &0 30 60 (5... Pt =250 1
15)  bei Legierungstyp
. Ty=45°C Metallgehause
QC450 (0,8) 7 0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 — 75 . 10 5 (5... Pir=200 1
) 20) bel Legierungstyp
. Ty=45°C Metallgehause
0OC 450k (0,8) 7 0,4(10) 0,6(10) 0,15(10) 50 — 75 10 75 (5... Pipi=250 1
' 20) bet - Legierungstyp
T,.=45°C Metallgehduse
0C460 (1,2) 7 0,4(10) 0,4(10) 0,2(10) 50 — 10 10 10  (10... Pyt =200 1
35) bei Legierungstyp
T,=45°C Metallgehiuse
0C460k (1,2) 7 0,4(10) 0,4(10) 0,2(10) 50 — 10 10 10 (10,.. Pt =250 1
35) bei Legierungstyp
T, =45°C Metallgehiunse
0C463 (4) 7 0,4(10) 0,4(10) 0,5(10) 50 — 10 10 10 (10... Pt =200 1 ﬂ
o 30) bei =~ Legierungstyp
" Ty=45°C Metallgehduse
0C 463k (4) 7 0,4(10) 0,4(10) 0,5(10) 50 — 10 10 10 (10... Piot = 250 1
30) bei Legierungstyp
3 T,=45°C Metallgehduse
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Typ ig

Reststrome Grenzwerte B Verlust- Bauform
(fz) —J¢Bo -Jeeo -JEBo —J¢ —JIB -Ucro-Ugro-Ucso leistung Art
i ; : Bemerkung
in MHz dB in uA in mA in V (B) in mW
00465 (1) 0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 20 20 (10... Pyt =200 1
' 35) bei - Legierungstyp
Ty=45°C Metallgehduse
0C 465k (1) 0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 20 20  (10... Pyt = 250 1
35) bei Legierungstyp
0w=45°C Metallgehiuse
0C 466 (1,2) 0,4(10) 2(10) 0,15(10) 50 10 10 (10... Pyt =200 1
| 20) beil Legierungstyp
- Tyu=45°C Metallgehiuse
0C466k (1,2) 9 0,4(10) 2(10) 0,15(10) 50 - 10 10 (10... Pgoy = 260 1
’ | ) 20) bei Legierungstyp
n=45°C Metallgehduse
0C 467 (1,5) 0,1(10) 0,8(10) 0,1(10) 50 25 25 (13... Piot = 200 1 |
50) bei Legierungstyp
Ty =45°C Metaligehiuse
0C 467k (1,5) 0,1(10) 0,8(10) 0,1(10} 50 25 26 - (13... Pyt =250 1
50) bei - Legierungstyp
T,=45"C Metallgehiuse
0C 468 (2,5) 0,4(10) 0,4(10) 0,8(10) 50 10 10 (15... Pt = 200 1
40) bei Legierungstyp
T,=45°C Metallgehiuse
0C 468k (2,5) 0,4(10) 0,4(10) 0,8(10) 50 10 10 (15... Pyt=250 1
40)) bel Legierungstyp
T,=45°C Metallgehduse
0C 469 (1) - 0,4(10) 0,5(10) 0,2(10) 50 32 32 (10... Pior = 200 1 | |
20) bei Legierungstyp
T,=45°C Metallgehduse
. 0C 469k (1) 0,4(10) 0,5(10) 0,2(10) 50 32 32 (10... Pt =250 1 .
| i 20) bei Legierungstyp
T,=45°C Metallgehiuse
0C470 (1,2) 0,4(10). 0,5(10) 0,2(10) 50 — 30 30 (10... Pyt =200 1 |
. | 50) bei Legierungstyp
T,=45°C Metallgehiuse
0OC 470k (1,2) 0,4(10) 0,5(10) 0,2(10) 50 30 30 (10... Pyt =260 1
50) bei Legierungstyp
Ty=45°C Metallgehiduse
0C 480 (0,6) 0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 — 125 125 (5... Prt=200 1
| 20) bei Legierungstyp
T,=45°C Metallgehiuse
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Typ ts F
(fa)
HfTH in

in MHz dB

REEtEQrﬁme
-JgBo —JCEO

in?&ﬂ

0C 480k (0,6) 7

BC 192 — _

BSW72 — e

BSW 73 — —

BSW 74 — —

BSW 175 — —

9 N 2006 — —
2 N 2006A — _
2 N 29007 — —
2N 2907AI— -
BC 360-6 —  —
BC-360-10 —  —

-

BC360-16 — e

Grenzwerto

-JEBO —J¢

0,4(10) 0,5(10) 0,15(10) 50 — 125

0,1(20) —
0,1(30) —
0,1(30) —

001 —
(50}

0,01 . -
(50)

0,02 —
(50)

0,02 —
(50)

0,02 —
(50)

0,01 —-

(50)

0,1(40) —

0,1(40) —

0,1(40) —

p Yerlust- Bauform
~JB —Ucko -Ugso ~Ucso leistung Art
Bemerkung
inmA  inV (B)  inmW
10 125 (5... Pt =250 1
| 20) bei Legierungstyp
Tyw=45°C Metallgehiuse
500 25 5 25 (60... Pyt =400 1
180)  bei Planar-Epitaxial
T,=25"C Metallgehduse
500 25 3 40 (40... Pioy = 400 1
120)  bet Planar-Epitaxial
Tu=45°C Metallgehiduse
500 25 5 40 (100, .. Pyoy = 400 1 ’
- 300)  Dbei. Planar-Epitaxial
Ty =25°C Metallgehduse
500 © 40 5 5 (40... Py =400 1
' 120)  bei Planar-Epitaxial
_ Ty =25°C Metallgehduse
500 - 40 b - 75 (10’0.:. Ptﬂt =400 1
300)  bei Planar-Epitaxial
Ty=25°C Metallgehiuse
600 40 5 60 (40... Piot =400 1
120)  bei Planar-Epitaxial
Ty=25°C Metallgehiuse
600 60 5 60 (40... Py = 400 1 B
120)  bei Planar-Epitaxial
| Ta=25°C Metallgehduse
600 40 5 60 (100... Pt = 400 1
- 300)  bei Planar-Epitaxial
Tu=25°C Metallgehsuse
600 60 d 60 (100... Pt = 400 1
300)  bei Planar-Epitaxial
T, =25°C Metallgehduse
500 40 5 40 (40... Piog = 800 1
: 100)  bei Planar-Epitaxial
Ta=25°C Metaligehduse
500 40 5 40 (63... Piot =800 1
160)  bei Planar-Epitaxial
. Ta=25°C" Metallgehduse
500 40 b 40 (100... Piot = 800 1
250)  bei Planar-Epitaxial
' Tu=25°C Metallgehiiuse







